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(3 Aralik 2012, Siire 2 haftadir)

0.35um CMOS teknolojisi ile iki kazanc¢ kathh bir islemsel kuvvetlendirici
gerceklestirilecektir. Islemsel kuvvetlendiricinin saglamasi gereken ozellikler
asagidaki tabloda verilmistir. Devre Vpp = Vss =1.5V'luk simetrik kaynakla
beslenecektir. Grup 4 giris katinda NMOS, Grup 5 PMOS transistor
kullanacaktir.

Tablo 1: Saglanmasi gereken o6zellikler:

Acgik Cevrim Kazanci >70dB

Yiikselme Egimi > 5V/usn

Cikis salimim aralig -09V<Vo< 09V
Birim kazang band genisligi fi>2MHz

CMRR >60dB

a- Islemsel kuvvetlendiriciyi tasarlayimz, sistematik dengesizlik olmayacak
sekilde devredeki tranzistorlarin boyutlarim ve kutuplama akimlarini
belirleyiniz. (Tranzistorlar i¢in minimum boyutlarin Wmin , Limin = 2 X 0.35um
olacak sekilde secilmesi yararh olur).

SPICE benzetim programi yardimiyla islemsel kuvvetlendiricinin

b- DC gerilim gecis karakteristigini ¢cikartiniz;

c- giris dengesizlik gerilimini belirleyiniz.

d- Kuvvetlendiriciyi c¢ikis gerilimi oV olacak bicimde kutuplayarak SPICE
programi yardimiyla yiiksiiz durumdaki (yeteri kadar biiyiik degerli RL)
acik cevrim frekans egrisini cikartiniz.

e- Kompanzasyon uygulayarak devreyi kararlh hale getiriniz, bunun icin gereken

f- Cc degerini ve Rz sifirlama direncine verilmesi gereken degeri belirleyiniz.

g- Kompanzasyonlu durumda devrenin acik cevrim frekans egrisini ve cikis
isaretinin yiikselme egimini inceleyiniz.

h- Kuvvetlendiricinin ortak isaret davranigsini inceleyiniz. CMRR ortak isaret
zayiflatma oranini belireyiniz.

i- Elde ettiginiz sonuclar1 yorumlaymmiz. Tasarim hedeflerine ulagip
ulasamadigimizi irdeleyiniz.

NOT: Yapilan hesaplari, elde edilen sonuclari, bunlarin yorumunu kapsamli
bicimde iceren bir rapor hazirlanacaktir. 0.35 yum CMOS teknolojisine iligkin
model parametreleri sayfada verilen adresten saglanacaktir.



